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Diodes 

Les tableaux ci-après donnent un aperçu 
des principales caractéristiques des 
B diodes au germanium pour usages géné- 

raux et spéciaux 
@ diodes au silicium pour usages généraux 

et spéciaux 
@ diodes à capacité variable 
@ diodes zener 

Désignation 
Diodes d'usage général : 
2 lettres et 3 chiffres 
(p. ex. BA 282) 
Diodes pour emplois spéciaux : 
3 lettres et 2 chiffres 
(p. ex. BAY 44) 

Première lettre : 
A = diode au germanium 
B = diode au silicium 
C = arséniure de gallium ou autre matériau 
D = diode semiconductrice (photo, à effet 

Wall) 

Deuxième lettre : 
A = diode d'emploi général, sauf quelques 

exceptions 
B = diode à capacité variable (capacité 

de jonction) 
E = diodes tunnel 
P = Photoélément 
Q = diodes électroluminescentes 

T = Redresseur de puissance commandé 
X = diodes varaetor, multiplicateurs 
Y = diodes de puissance (booster) 
Z = diodes zener, diodes de référence. 

Les chiffres placés après les 2 ou 3 lettres 
ne sont destinés qu'à la monenclature et 
n'ont aucune signification technique. Pour 
les diodes zener, la désignation est suivie 
de suffixes donnant la tolérance sur la tension 
zener et la valeur de cette tension. Dans 
le système Pro-Electron, ces suffixes ont 
la signification suivante : 

A = + 1% de tolérance sur la tension zener 
B = + 2% de tolérance sur la tension zener 
C = f 5% de tolérance sur le tension zener 
D = + 10% de tolérance sur la tension zener 

Exemple : 
BZY97C8V2 = BZY97 type de base, 
C = f 5% de tolérances sur la tension zener 
de 8,2 V. 

Les caractéristiques données dans les ta- 
bleaux se subdivisent en grandeurs caracté= 
ristiques et en valeurs limites. Les gra~ideurs 
caractéristiques sont des valeurs typiques, 
qui indiquent les conditions de fonctionne- 
ment normal du composant. Les valeurs 
h i t e s  ne doivent en aucun cas être dépassées 



pour ne pas risquer la destmction du compo- 
sant. Il convient de veiller paaiculièrement 
aux valeurs admissibles pour les tensions, 
les courants, les puissances et les tempé- 
ratures. Les diodes de redressement et de 
protection peuvent être contrôlées à l'aide 
d'un simple multimètre. On place l'appareil 
sur une faible gamme de mesure des résis- 
tances (p. ex. 1 K a  de déviation totale), 
et on mesure la diode en sens direct et 
inverse. En sens d i rec~  l'appareil n'indique 
pas de résistance (quelques ohms), en sens 
inverse la résistance est très forte (plu- 
sieurs M a ) .  
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Diodes 

Selon les emplois envisagés, les diodes 
sont livrées dans divers boîtiers. Les petites 
diodes universelles sont sous boîtier verre 
ou plastique à sorties axiales. Mais il existe 
aussi des boîtiers métalliques pour les diodes 
de forte puissance, qui peuvent être refroidis. 
Pour le montage sur circuits imprimés, il 
existe des diodes, avec sorties à entraxes 
normalisés. 
Boîtiers de diodes, verre : DO-34, DO-35, 
DO-41, DO-41 S 

1 1 

Abréviations courantes dans les feuilles de earaetéristiques 

A = anode Tu = température ambiante 
1, = courant direct T, = coefficient de température de la tension 
1, = courant inverse zener d'une diode zener 
K = cathode t = temps 
P,, = puissance dissipée U = tension 
R,,, = résistance thermique U,, = tension de claquage 
T = témpérature F = tension directe 
T, = température du boîtier UR = tension inverse 
T, température de la jonction z = tension de zener 

Diodes au germanium 

"Type Tension Gourant PuisSance Tension Boitier 
inverse direct dissipe?e directe 



sr-oa 
sr-oa 
s r - o a  
s r - o a  
Sr-OQ 
SE-oa 
s r - o a  
sr-oa 
sr-oa 
s r - o a  
SE-OQ 
SE-OQ 
SE-oa 
sr-oa 
SE-oa 

VUS2 > 
VUSZ > 
VU OOT > 
VU OOT. > 
VU 001: 
VU OOZ 
VU OOT. 
VU 001 
v u  001 
VU O01 
VU O01 
VU 0011 
VU O01 
VU OOT 
VU OS 

AO'I M"O0-b V" OST. 
A061 M"0O-b V" OS1 
AO'T. MUIOOS V" OOZ 
AO'T IM"OOP V" 001 
AE'T M"OOP V" ooz 

AES'T MmO0S V" 8-b 
AO'T M ~ O O S  vw OSI 
AO'I M ~ O O S  V" OST. 
AO'I M ~ O O P  V" ooz 
AO'T M ~ O O P  V" 002 
AO‘T. Mm0O-b V" 002 
AO'T. MmOOP V" OOZ 
AO'T M ~ O O P  vw ooz 
AZ'T M ~ O O S  V" OST 
AO'T. ~ " 0 0 ~  V u  OST. 

- VW SL 
- v m  OS 
- 'FrW O£ 
- v m  OZ 
- OST 
- Vm OOT. 
- - 

A 09 
A Or 
A SL 
A OSI 
A S91 
A OS 
A SL 
A SE 
A OSZ 
A OOZ 
A OZ1 
A O9 
A SZ 
A OS 
A OZ 

LSP NT. 
V 9SP NT. 

O09 LLI 
O8 A V 8  
91 X V 8  
ET X V 8  
9L MVCI 
SLMV8 
T.ZAV8 
OZ A V 8  
61 A V 8  
81 A V 8  
LT A V 8  
T.02 V 8  
OLT V 8  

uin'allls ne sapola 

A SZ ELLE NT 
A O8 999s NT. 
A S£ 69P£ NT. 
A ST L9P€ NI 
A Olb 99P£ NT. 
A SZ 966 NT 
A SI S66 NT. 
A 8  P66 NI 
A SZ V S69 NT 
A OZ S69 NT 
A SZ £82 NI 
A O9 8LZ NI 
A OZT LLZ NT. 
A OS 9LZ NT 
A O8 OLZ NT 
A O8 V 001: NI 
A O8 V 86 NT. 

A S'ZZ L8 NT. 
A OS O9 NT 
A O87 8 SS NT. 
A OST V SS NT. 



Diodes au silicium (suite) 
"Type Tension Courant Puissance 

inverse direct dissipee 

1N458A 150V 150 mA 400mW 1,OV 
1N459A 200V 150 mA 400mW 1,0V 
1N483A 70V 150 mA 400mW 1,QV 
1N 483 B 80 V 150 mA 400mW 1,OV 
1N484A 150V 150 mA 400mW 1,OV 
1N484B 150V 150 mA 400mW 1,OV 
1N 485 200 V 150 mA 400mW 1,0V 
1N485A 200V 150 mA 400mW 1,OV 
1N485B 200V 150 mA 400mW 1,OV 
1N 486 250 V 150 mA 400mW 1 , I V  
1N486B 250V 150 mA 400mW 1,1V 
IN 914 100 V 75 mA 500mW 1,OV 
IN 916 100 V 75 mA 500 mW 
1N 4148 100 V 150 mA 500mW 1,OV 
1N 4149 100 V 150 mA 500mW 1,OV 
IN 4150 50 V 200 mA 500mW 1,0V 
IN 4151 75 V 150 mA 500mW 1,0V 
1N 4152 40 V 150 mA 400mW 0,55V 
1N 4153 75 V 150 mA 400mW 0,55V 
1N 4154 35 V 150 mA 500mW 1,0V 
1N 4305 75 V 150 mA 400mW 0,58V 
1N 4446 100 V 150 mA 500mW 1,0V 
IN 4447 100 V 150 mA 500mW 1,0V 
1N 4448 100 V 150 mA 500mW 1,OV 
IN 4449 100 V 150 mA 500mW 1,0V 
1N 4450 40 V 150 mA 400mW 0,54V 
IN 4451 40 V 150 mA 400mW 0,50V 
IN 4453 30 V 150 mA 400mW 0,55V 
1N 4454 75 V 150 mA 400mW 1,OV 
BA 127D 60V 100 mA 250mW <1,1V 
BA 243 35 V - - <1,0V 
BA 244 35 V - - <1,0V 
BA 282 35 V - - 11,OV 
BA 283 35 V - - 11,OV 
BAX 12 90 V - - 10,90 v 
BAY 41 40 V - - <1,0V 
BAY 42 60 V - - <1,0V 
BAY 43 80 V - - <1,0V 
BAY 44 50 V - - <1,1 V 
BAY 45 150 V - - <1,1 V 
BAY46 300V - - <1,1 V 
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